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【背景】多層グラフェンを配線材料に用いることで、Cuよりも低抵抗な超微細配線が形成できる

可能性が指摘されている[1]。配線構造を検討するためにはグラフェンの成長メカニズムの解明が

必要である。我々は触媒金属(Co, Ni)の特定の結晶面が成長起点となりグラフェンが成長する「フ

ァセット成長」を低温成長メカニズムとして提案しているが[2]、ファセット形成を制御していな

かったため、起点となる結晶面の選択性に関する検証が十分ではなかった。本研究では、人工的

にステップ（ファセット）を作りこんだ試料を用いて低温グラフェン成長の挙動を調べた結果を

報告する。 

【実験手順】ウェットおよびミリングを組み合わせることでステップを作製した。まず、30 nm

の多結晶 Ni 薄膜上に SiO2膜を 100 nm 程度堆積し、フォトレジストを塗布・パターニングする。

次に、バッファードフッ酸（BHF）で SiO2膜をウェットエッチングすることでサイドエッチング

されて傾斜角が発生する（Fig. 1左）。最後に Arミリングにより、SiO2膜の傾斜角を多結晶 Niに

転写し、人工ステップが完成する（Fig. 1 右）。ステップを作製した後、プラズマ CVD 法で多層

グラフェンを成長させた。成長温度は 600℃である。 

【結果】多結晶 Ni人工ステップ上に多層グラフェンが成長した様子を Fig. 2 に示す。黒くなって

いる領域に多層グラフェンが成長していると考えられる。SiO2膜のエッジ部に作製された幅 10 nm

程度の人工ステップに沿って成長した多層グラフェンが見られた。これはファセットがグラフェ

ン成長に重要な役割を果たしていることを示唆している。詳細は当日に発表する。 
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Fig.1 Step-making Process Fig. 2 SEM Image 
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